Prepararea si caracterizarea filmelor de ZnSnO prin metoda aerosol
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Oxidul de zinc (ZnO) este studiat pe scara larga datoritd proprietatilor sale electrice, optice si mecanice
performante, precum si a costului redus al componentelor. Exista un interes aparte si pentru oxidul de staniu
(Sn0,), care este un material semiconductor cu inaltd transparentd optica intr-un domeniu larg al spectrului,
gasindu-si aplicatii practice pentru domeniul electronicii transparente si in sensori de gaze [1]. Au fost elaborate
mai multe metode de obtinere a filmelor conductive de ZnO si SnO,, proprietatile lor fiind studiate pe scara larga.
In acelasi timp, filmele oxidice de ZnSnO (ZTO) sunt inci putin studiate. Acest oxid ternar din familia compusilor
semiconductori 11-1V-VI, ofera posibilitatea variatiei intr-un domeniu larg a raportului atomilor Zn/Sn in compusul
semiconductor, fiind foarte promitator pentru aplicatii in dispozitive optoelectronice pentru domeniul UV al
spectrului, datorita benzii energetice largi [2].

Pentru depunerea filmelor de ZnSnO, s-a folosit metoda aerosol, care consta in pulverizarea unei solutii ce
contine precursorii materialului de baza si, optional, cei ai dopantilor. Aerosolul este pulverizat deasupra
substratului incdlzit, unde sub actiunea temperaturii incepe reactia precursorilor, care in final produce oxidul ce se
depune pe substrat. Depunerea filmelor de ZnSnO s-a efectuat din solutia de 0.5M de nitrat de zinc [Zn(NO3),] si
0.5M de clorura de staniu [SnCl,], in calitate de solvent fiind utilizat alcoolul etilic. Pentru modificarea
compozitiei compusului oxidic, raportul 0.5M [Zn(NO3),]: 0.5M [SnCl,] in solutie a fost variat in proportie de 1:1;
2:1; si 3:1. Mixtura pentru pulverizare era tratata in baia ultrasonica la o temperatura de 50 - 60 °C, timp de 15 min.
In calitate de suport au fost utilizate plachete de Si(100) si cuart mentinute la temperatura de 450 °C pe durata
pulverizarii. Au fost preparate filme cu grosimea de 200 - 250 nm cu o morfologie destul de uniforma (Fig. 1).
Rugozitatea suprafetei filmului calculatd din imaginile topografice AFM este in diapazonul RMS de 8 — 14 nm.
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Fig.1. Imaginea SEM frontala si in sectiune a Fig. 2. Caracteristica curent-tensiune a
unui film subgire de ZnSnO. unui film de ZnSnO cu raportul Zn/Sn=2/1

depus pe suport de p-Si (100).

Masuratorile caracteristicilor curent - tensiune ale filmelor de ZnSnO depuse pe p-Si (100), efectuate intre
doua contacte de Al pe suprafata filmului, la iradiere cu lumina alba au demonstrat fotosensibilitatea filmului si
cresterea curentului proportional cu cresterea densitatii de excitare (Fig. 2).

Acest studiu demonstreaza posibilitatea prepararii structurilor planare in baza filmelor subtiri transparente
de ZnSnO pentru aplicatii optoelectronice.
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